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Fig. 1 XRD patterns of Mn3CuN thin films 

grown at 650 and 500 °C on MgO. 
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Fig. 2 Temperature dependence of 

Magnetization of Mn3CuN thin 

films grown at 500 ℃. 

超高真空オーロラ PLD 法による Mn3CuN 薄膜の成長 

Thin film growth of Mn3CuN thin films by Ultra-High-Vacuum Aurora PLD 
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【研究背景】逆ペロブスカイト構造を有するMn3ANは、負熱膨張性や巨大磁歪など興味深い特性

を発現し関心を集めている。我々はこれまでに、磁場印加PLD(オーロラPLD)法を用いることで、

Mn3CuN薄膜のエピタキシャル成長に成功している。これは、窒化物ターゲットから生じたプルー

ムに含まれる窒素プラズマが、印加磁場により再結合することなく基板に供給されたためと考え

られる。しかし、これまでに得られた薄膜ではMn3CuN単相ではなく酸化物相(MnO)の形成も見ら

れた。これは、成膜チャンバ中に存在する相当量(10-6 Torr)の残留酸素が原因であると考えられる。

そこで今回、超高真空オーロラPLD装置を構築することで、酸化物の形成を抑制したMn3CuN単相

薄膜の作製を試みた。 

【実験方法】ロードロック機構を有する２室式の典型的

な超高真空チャンバに、自作した磁場発生用コイルを導

入し、これを超高真空オーロラPLD装置とした。本装置

中にMn3CuNをSPS焼結したターゲットを設置し、

Nd:YAGレーザー(266 nm)を集光照射することで、対向す

るMgO (001)基板上にMn3CuN薄膜を作製した。印加磁場

50 G、背景真空度5×10-8 Torrの条件下で、成膜温度をパ

ラメータに成膜を行った。得られた薄膜は、X線回折

(XRD)、磁化率測定などによって評価した。 

【結果と考察】Fig. 1 に、500℃と 650℃で成長した薄膜

の XRD の結果を示す。いずれの薄膜でも酸化物の形成

は抑制されていたが、500℃で得られた薄膜では Mn3CuN

のピークも観測されなかった。一方 650℃の薄膜では薄

膜由来の回折ピークが得られたが、Mn-Cu 合金の回折ピ

ークが強く観測されている。これは、高温での成膜のた

めに Mn3CuN 相が分解した結果だと考えられる。Fig. 2

に 500℃の薄膜における磁化率の温度依存性を示す。約

160 K において強磁性転移が確認され、Mn3CuN1-δ相の存

在を示唆している。これは XRD の結果とは対照的であ

り興味深い。当日は、異なる磁場印加下で作製した薄膜

と比較しながら議論する予定である。 
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